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【背景】我々は、グラフェン光検出器の高感度化検討を行っており 1-3)、Si/SiO2基板を用いたグラ

フェンフォトトランジスタにおいて、Si/SiO2界面の空乏層による光ゲート効果で可視域の高感度

化が可能であることを報告している 4)。光ゲート効果を用いたグラフェン光検出器の高感度化に

はグラフェンの移動度を向上することが重要である。CVD (Chemical Vapor Deposition)グラフェン

の移動度を向上する手法として、CVDグラフェンを複数回基板に転写するという簡便な方法で乱

層構造を実現し、基板のキャリア散乱を抑制することで移動度が向上することを報告した 5)。今

回、光ゲート効果を用いたグラフェン光検出器に乱層積層グラフェンを適用し、有効性を実証し

た。 

【作製】Fig. 1 に乱層積層グラフェンフォトトランジスタの模式図を示す。p 型 Si/SiO2基板上に

単層 CVDグラフェンを 2回転写し、乱層積層グラフェンを得た。電極として Ni、Auを真空蒸着

し、チャネル部以外のグラフェンを O2エッチングにより除去した。 

【測定結果】Fig. 2 に室温における光照射時と非照射時の Idの差分である光電流 Ipの時間変化を

示す。光源は波長 0.6 μmの赤色レーザを用いた。Vd = 1 V、Vbg = 0 V において、乱層積層グラフ

ェン光検出器の Ipはおよそ 12 μAとなった。一方、単層グラフェンの Ipはおよそ 4 μAであった。

以上より、乱層積層グラフェンを用いることで、通常の単層グラフェンに比べて約 3 倍の高感度

化を実現できたといえる。これは、SiO2 のキャリア散乱が抑制され、グラフェンの電界効果移動

度が向上したためである。本結果から、光ゲート効果を用いたグラフェン光検出器の高感度化に

おいて、乱層積層グラフェンが有効であることを示した。詳細は当日発表する。 
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Fig. 2 Photoresponse of turbostratic 

stacked graphene photodetectors. 

Fig. 1 Schematic diagram of turbostratic 

stacked graphene phototransistors. 
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